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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

溶液成長4H-SiC基板には重金属が含まれており、その重金属がオートドーピングに
よりSiCエピタキシャルル層に混入、デバイス特性に影響を与える可能性がある。
本研究では溶液成長4H-SiC基板上にn型4H-SiC層をエピ成長により形成、そのエピ
膜を用いてPiNダイオードを作製してそのI-V評価から重金属のデバイス特性与える
影響を評価した。

実験
Experimental

こちらで作製した溶液基板上のn型4H-SiC層にエピ層形成した12ｍｍ角の試料上
にARIMの施設において、PiNダイオードを作製した。P層は外注でのイオン注入に
より形成、前段のマスク形成並びに注入後の電極形成をARIMにて実施した。同時
にリファレンスとして市販エピウエハ上にもPiNダイオードを形成した。作製した
ダイオードのサイズは3ｍｍ角、1ｍｍ角、500μｍ、150μｍ角である。図1に試
料の外観を示す。これらのダイオードに対してI-V測定評価を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

図2に溶液成長基板上に作製したエピ膜上のダイオード（500μｍ角）のI-V特性を
示す。同様に図3に市販エピウエハ上のダイオード（500μm角）のI-V特性も示す。
両ダイオードとも逆方向については600V以上の耐圧が出ており溶液成長基板上に
作製したエピ膜上のダイオードの方が市販エピウエハ上のそれよりもばらつきは小
さい。一方、順方向は市販エピウエハ上のダイオードは2.5V付近で電流が急峻に立
ち上がるのに対して溶液成長基板上に作製したエピ膜上のそれは緩やかに立ち上が
りかつ順方向電流が小さくなっている。基板抵抗、ライフタイム、コンタクト抵抗
のいずれかが高いためだと考えられるが同定までには至らなかった。
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図1 作製したPiNダイオードの外観

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

図2 溶液成長基板上作製したエピ膜上のPiNダイオードのI-V特性
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図3 市販SiCエピウエハ上に作製したPiNダイオードのI-V特性
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